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) Absorber.

@ Die Erfindung betrifft einen kostenglinstig her-
stellbaren Absorber, der sowohl zum Einsatz in Hohl-
leitern im Bereich der Mikrowellentechnik als auch
zur Tarnung von Objekten und Gerdten in unter-

schiedlichen Frequenz- und Spekiralbereichen ge-

eignet ist. Die erfindungsgemiBen Komponenten
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sind mit geringem Aufwand und Kosten herstellbar
und ermdglichen die Herstellung von breitbandigen
Absorbern mit kleinen Abmessungen als auch die
Realisierung von Flichenabsorbern mit unterschied-
lichen Anforderungsprofilen.
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Die Erfindung betrifft einen Absorber bzw. eine
als Absorber wirkende Schutz- und Tarnbeschich-
tung (im weiteren ebenfalls Absorber genannt) ge-
m&B dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Die Erfindung der genannten Art wird u.a. bei
Panzern, Gefechtsstdnden, Flugzeugen, Raketen,
Radaranlagen, Ortungseinrichtungen, Satelliten zur
Tarnung eingesetzt und kommt daher z.B. im mili-
térischen Bereich zur Anwendung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Absorber der eingangsgenannten Art zu reali-
sieren, der preisglinstig und [eicht herstellbar ist.
Dieser soll beschleunigungsfest, witterungsfest, be-
schrinkt beschupfest, und leicht ver- und bearbeit-
bar ausfallen.

Die erfindungsgeméBe L8sung der Aufgabe ist
in dem Patentanspruch 1 beschrieben. In den Un-
teranspriichen sind vorteilhafte Aus- und Weiterbil-
dungen aufgefiihrt.

Die erfindungsgemfe LOsung der Aufgabe
besteht darin, da ein Absorber aus einer oder
mehreren Schichten ausgebildet ist, deren absor-
bierendes Medium aus einem Dielekirikum bzw.
mehreren Dielekirika mit absorbierenden Kristallen
ausgebildet ist. Jedes der Dielektrika kann andere
Kristallarten enthalten. Alternativ hierzu k&nnen zu-
sétzlich (nur) die Korngrdfen einer Kristallart oder
mehrerer Kristallarten variieren.

Als Absorber-Kristalle sind z.B. Siliziumcarbid-Kri-
stalle verwendbar.

Alternativ kann die Tarnschicht aus reinen Dielekiri-
kapartikeln bestehen, die mittels obiger Dielekirika
zu einem Mischdielekirikum verbunden sind.

Aufgrund des erfindungsgeméfien L&sungsge-
danken sind Absorber mit beliebiger Form, Gr6fe
und Laborierung herstellbar, welche die Aufgaben-
stellung in vollem Umfang erflillen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von
Fig. 1 bis 4 ndher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1

das Schnittbild durch eine miitels der Erfindung
getarnte Flache;

Fig. 2 und Fig. 3

die erfindungsgeméBe Anordnung nach Fig. 1 in
Sandwich-Bauweise;

Fig. 4

das Schnittbild durch eine mittels der Erfindung
beschichtete Schaltung.

Den erfindungsgemifBen Anordnungen nach
Fig. 1 bis 4 ist vorteilhafterweise gemeinsam, daB
der Absorber auf einer zu tarnenden Oberfldche
einen von der AuBenseite nach innen zunehmen-
den Absorptiopnsgradienten in der Dicke dadurch
erhdlt, daB ein gering absorbierendes Dielekirikum
mit einer absorbierenden Flillung versehen ist, de-
ren Anteil am Werkstoffvollumen von der zu tarmen-
den Plaite vorzugsweise nach der AufBenseite hin
abnimmt.
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Die Partikel oder Fragmente des die elekiroma-
gnetischen Wellen absorbierenden Stoffes sind da-
bei in der Regel klein im Verhiltnis zur Wellenln-
ge der zu absorbierenden Frequenzen.

Die Dichte, bzw. der Fliligrad der absorbieren-
den Partikel von der Oberfliche des Absorbers
nimmt in die Tiefe desselben in Gréfe und/oder
Fillgrad zu.

Der Absorber erhdlt auf einer zu tarnenden
Oberfliche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch, daB ein vorzugsweise keramisches,
gering absorbierendes Dielekirikum mit einer an
der Oberfliche geringen Dielekirizitdtskonstante
mit einer metallischen elekirisch leitfdhigen Fillung
versehen ist, deren Antsil am Werkstoffvolumen
von der zu tarnenden Platte vorteilhafterweise nach
der AuBenseite hin abnimmt.

Er kann z.B. auf einer zu tarnenden Oberfliche
einen Absorptionsgradienten in der Dicke dadurch
erhalten, daB ein vorzugsweise keramisches, gering
absorbierendes Dielektrikum mit einer aus einem
Metalloxyd bestehenden Fillung versehen ist, de-
ren Anteil am Werkstoffvolumen von der zu tarnen-
den Platte vorieilhafterweise nach der Aufenseite
hin abnimmt.

Er enth&lt hierbei alternativ auf einer zu tarnen-
den Oberfldche einen Absorptionsgradienten in der
Dicke beispielsweise dadurch, daB ein vorzugswei-
se keramisches, gering absorbierendes Dielekiri-
kum mit einer keramischen Flllung versehen wird,
deren Anteil am Werkstoffvolumen von der zu tar-
nenden Platte vorzugsweise nach der Aufenssite
hin abnimmt.

Weiterhin erhilt er auf einer zu tarnenden
Oberfléche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke z.B. dadurch, daB ein vorzugsweise kerami-
sches, gering absorbierendes Dielekirikum, das mit
einer metallischen Fullung versehen wird, deren
Anteil am Werkstoffvolumen von der zu tarnenden
Platte nach auBen abnimmt und daB die metalii-
sche Fillung mit der Zunahme der Schichtdicke
durch die regressive Zugabe von absorbierenden
Kristallen ergénzt wird.

Alternativ erhdlt der Absorber auf einer zu tar-
nenden Oberfldche einen Absorptionsgradienten in
der Dicke dadurch, daB ein aus der Schmelze
gewonnenes und/oder als Schmelze auf die zu
tarnende Oberfliche aufgebrachtes gering absor-
bierendes Dielektrikum (z.B. ein Glas) mit einer
keramischen Flllung versehen wird, deren Anteil
am Werkstoffvolumen von der zu tarnenden Platte
vorteilhafterweise nach auBen abnimmt.

Eine weitere Alternative besteht darin, daf der
Absorber auf einer zu tarnenden Oberfliche einen
Absorptionsgradienten in der Dicke dadurch erhilt,
daB ein aus einem Kunsistoff (z.B. Polyurethan-
schaum) bestehendes geringabsorbierendes Die-
lektrikum mit einer keramischen Fillung (z.B. Silizi-
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umcarbid), versehen wird, deren Anteil am Werk-
stoffvolumen von der zu tarnenden Platie vorzugs-
weise nach auBen abnimmt.

Vorteilhafterweise ist die Verteilung des Ab-
sorbermaterials Uiber die Oberfliche des zu tarnen-
den Objekts sfrukturiert, um das zu tarnende Ob-
jekt in seinen Reflexionsseigenschaften an die Um-
gebung anzupassen, und die Oberfliche des Ab-
sorbers mit einer abdichienden, das Eindringen von
Feuchtigkeit verhindernden Schicht versehen, die
z.B. eine Beschichtung aus PTFE, bzw. PTFE-
Glimmer oder eine Emaillierung ist.

Der Absorber nach Fig. 1 ist aus dielekirischen
Partikeln 11 ausgebildet, die in Richtung zur zu
tarnenden Oberfliche 33 - wie oben bersits ausge-
fhrt - zunehmen und {iber Absorberfragmente 12
miteinander vernetzt sind. Die Oberfliche des
Tarnmaterials ist vorzugsweise mit einer Abdeck-
schicht 10 versehen.

Die Absorber nach Fig. 2 und 3 sind in
Sandwich-Bauweise ausgebildet. M&gliche Schich-
tanordnungen in Richtung zu tarnender Oberfldche
33 sind in:

Fig. 2 eine Deckschicht 20 - z.B. Sili-
ziumoxyd oder Zirkonoxyd-,
bzw. Zirkonsilikat,
eine Trdgermatrix 21 - z.B.
Aluminiumoxyd mit Aluminium-
kapillaren -,
eine Absorbermatrix 22 - z.B.
Siliziumcarbid mit Aluminium-
kapillaren -,
ein Aluminiumverbund 23 mit
Objektoberfldche

bzw. in Fig. 3  ein Polyurethanschaum 30 -

teilweise mit Siliziumcarbid an-
gereichert -,

eine wasserstabilisierte Plas-
makeramik 31,
Siliziumcarbid mit nach aufen
abfallender KorngréfBe 32.

Die Materialien bzw. Ausbildungen nach den
Figuren sind teilweise miteinander kombinierbar.

Fig. 4 zeigt eine auf diese Weise abgeschirmte
Schaltung. Sie ist wie folgt ausgebildet. Es ist:

1 Abdeckvorrichtung fiir Kontaktierung
2 Bauelemente

3 Absorberschichten in Vergufmasse
4 Substrat

5 Leiterbahnen

Die Absorberschicht 3 ist dabei durch die Me-
tallinfilirierung vorzugsweise thermisch leitend und
bedeckt das Substrat 4, die Bauelemente 2 und die
Leiterbahnen 5.

Es ist allgemein vorteilhaft, wenn eine auf die
zu tarnende Oberflache aufgebrachte Schmelze
aus dotiertem Glas durch einen anschliefenden
Keramisierungsprozess an der Oberfldche in ein
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Dielektrikum z.B. SiO2/Mg0O umgewandelt wird und
mit zunehmender Tiefe in ein Absorbermaterial,
z.B. Fe20s/Magnetit umgewandelt wird.

Aufgrund der erfindungsgemdBen Aus- und
Weiterbildungen gemiB obiger Beschreibung stel-
len sich die bereits oben genannten Vorteile ein.

Patentanspriiche
1. Absorber,
dadurch gekennzeichnet,

daB er aus einer und/oder mehreren Schichten
ausgebildet ist, deren absorbierendes Medium
aus einem Dielekirikum bzw. mehreren Dielek-
tika mit absorbierenden Kristallen ausgebiidet
ist, wobei vorzugsweise reine Dielekirikumpar-
tikel mit oben genannten Dielekirika miteinan-
der verbunden sind.

2. Absorber nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB jedes Dielektrikum vorzugsweise eine an-
dere Kristallart oder Kristaligréfe aufweist.

3. Absorber nach Anspruch 1 und/oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf einer zu tarnenden Ober-
fliche einen von der AuBenssite nach innen
zunehmenden Absorptionsgradienten in  der
Dicke dadurch erhilt, daB ein gering absorbie-
rendes Dielekirikum, das mit einer absorbie-
renden FUllung versehen ist, deren Anteil am
Werkstoffvolumen von der zu tarnenden Platte
vorzugsweise nach der Aufenseite hin ab-
nimmt.

4. Absorber nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Partikel oder Fragmente des die elek-
tromagnetischen Wellen absorbierenden Stof-
fes klein im Verhiltnis zur Wellenléinge der zu
absorbierenden Frequenzen sind.

5. Absorber nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Dichte bzw. der Fliiligrad der absorbie-

renden Partikel von der Oberfidche des Absor-
bers in die Tiefe desselben in Gréfe und/oder
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Filigrad zunimmt.
Absorber nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf einer zu tarnenden Ober-
fliche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch erhilt, daB ein vorzugsweise kera-
misches, gering absorbierendes Dielekirikum
mit einer metallischen elekirisch leitfihigen
Flllung versehen ist, deren Anteil, und/oder
PartikelgréBe am Werkstoffvolumen von der zu
tarnenden Platte vorteilhafterweise nach der
AuBenseite hin abnimmt.

Absorber nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf einer zu tarnenden Ober-
fldche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch erhdlt, daB ein vorzugsweise kera-
misches, gering absorbierendes Dielekirikum
mit einer aus einem Metalloxyd bestehenden
Filllung versehen ist, deren Anteil und/oder
Partikelgr6fe am Werkstoffvolumen von der zu
tarnenden Platte in vorteilhafterweise nach der
Aufenseite hin abnimmt.

Absorber nach Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf einer zu tarnenden Ober-
fliche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch erhilt, daB ein vorzugsweise kera-
misches, gering absorbierendes Dielektrikum
mit einer keramischen Fullung versehen wird,
deren Anteil am Werkstoffvolumen von der zu
tarnenden Platte vorzugsweise nach der Au-
Benseite hin abnimmt.

Absorber nach Anspruch 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf einer zu tarnenden Ober-
flache einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch erhdlt, daB ein vorzugsweise kera-
misches, gering absorbierendes Dielektrikum
mit einer metallischen Fillung versehen wird,
deren Anteil, und/oder PartikelgréBe am Werk-
stoffvolumen von der zu tarnenden Platte nach
auBen abnimmt und daB die metallische Fl-
lung mit der Zunahme der Schichtdicke durch
die regressive Zugabe von absorbierenden Kri-
stallen ergédnzt wird.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

Absorber nach Anspruch 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf einer zu tarnenden Ober-
fliche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch erhili, daB ein aus der Schmelze
gewonnenes, und/oder als Schmelze auf die zu
tarnende Oberfldche aufgebrachies, gering ab-
sorbierendes Dielekirikum {z.B ein Glas) mit
einer keramischen Flllung versehen wird, de-
ren Anteil am Werkstoffvolumen von der zu
tarnenden Platte vorteilhafterweise nach auBen
abnimmt.

Absorber nach Anspruch 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Absorber auf siner zu tarnenden Ober-
fliche einen Absorptionsgradienten in der Dik-
ke dadurch erhilt daB ein aus sinem Kunststoff
(z.B. Polyurethanschaum) bestehendes, gering
absorbierendes Dielektrikum mit einer kerami-
schen Flllung (z.B Siliziumcarbid) versehen
wird, deren Anteil am Werkstoffvolumen von
der zu tarnenden Platte vorzugsweise nach
aufien abnimmi.

Absorber nach Anspruch 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dafB die Verteilung des Absorbermaterials {iber
die Oberfliche des zu tarnenden Objekts
strukturiert ist, um das zu tarnende Objekt in
seinen Reflektionseigenschaften an die Umge-
bung anzupassen.

Absorber nach Anspruch 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Oberfliche des Absorbers mit einer
abdichtenden, das Eindringen von Feuchtigkeit
verhindernden Schicht versehen ist.

Absorber nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

daB die abdichtende Schicht eine Beschich-
tung z.B. aus PTFE, bzw. PTFE-Glimmer ist.

Absorber nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,



16.

17.

18.
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daB die abdichtende Schicht eine Emaiilierung
ist.

Absorber nach Anspruch 1 und/oder 10,
dadurch gekennzeichnet,

daB eine auf die zu tarnende Oberfldche aufge-
brachte Schmelze aus dotiertem Glas durch
einen anschlieBenden Keramiersierungspro-
zess an der Oberfliche in ein Dielekirikum,
z.B. Si02/Mg0 umgewandeit wird und mit zu-
nehmender Tiefe in ein Absorbermaterial, z.B.
Fez0s/Magnetit umgewandelt wird.

Absorber,
gekennzeichnet durch

ein oder mehrere neue Merkmale nach den
Anspriichen 1 bis 16 oder gemdB der Be-
schreibung der Erfindung.

Verfahren zur Herstellung eines Absorbers
nach einem oder mehreren der Anspriiche 1
bis 17 und/oder gemiB der Beschreibung der
Erfindung.
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